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研究成果の概要 

今年度は、まず 5 年間の日仏共同研究を支える連携体制を構築することに重点を置いた。特に

2025 年 3 月末に大岩と小寺先生がグルノーブルを訪問し、今後の全体的な研究の方向性、定期

ワークショップ開催など当面の CREST 研究の共同研究の方針について大変有意義な議論を行っ

た。これが契機となり情報共有の強化策として、今年度末からデバイス作製と測定結果に関する毎

月、実務者レベルのオンラインミーティングを開始するなど、連携体制の整備が想定以上に進んだ。

一方で、各グループは独自にゲルマニウム(Ge)量子デバイスの作製に取り組み、ホールバーや量

子ドットデバイスの作製を達成している。これらのデバイスにおいて正孔の電界誘起や 2 次元正孔

系の特性評価が進みつつあるが、プロセスなどの課題も明らかになりつつある。こうした情報を定

期的に全グループで共有し議論できる体制を初年度に構築できたことは今後の共同研究推進にと

って大変重要な進展である。300mm の産業規格 Ge 基板の導入の第一歩として、今年度末に、

Mortemousque グループから 200mm 歪 Ge 量子井戸基板の日本チームへの提供が開始された。

今後は、この同じ Ge基板を使ってプロジェクト研究を遂行する。 

小寺グループは量子ビット迅速評価システムのための低温スイッチの低温動作の確認を完了し

た。またモデルベース強化学習を導入し、量子ドットの電圧自動調整の確認を行った[代表的論文

2]。Bäuerleグループでは、温度の昇降が短時間で可能で 100本近い配線を有する冷凍機を導入

し、複数の Ge デバイスの直流・高周波特性を迅速に評価する冷凍機を構築した。小寺グループ

は、シリコンではあるが、2 重量子ドット中の多数正孔スピン状態の緩和時間を測定した。その結果、

先行研究よりも長い単一スピン緩和時間を有することがわかり、多正孔系の未解明の物理の可能

性を示唆する結果を得た[代表的論文 1]。また Leflochグループは超伝導体としてMoGeを Ge上

に成膜し、その超伝導特性を調べた。 
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